
С.В. Миронов  

Руководитель:   А.С. Мельников
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магнитном поле



1. Слабая локализация. Интерференционная поправка к

проводимости

2. Влияние размерности образца на эффект слабой локализации

3. Интерференционная поправка к проводимости в однородном

магнитном поле

4. Слабая локализация в неоднородном магнитном поле

План семинара
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τ – время релаксации импульса

Проводимость электронного газа
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Слабая локализация
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Слабая локализация
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Слабая локализация
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Влияние размерности образца на эффект 

слабой локализации
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Влияние размерности образца на эффект 

слабой локализации
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Интерференционные эффекты в магнитном поле
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Разрушение интерференции

Увеличение проводимости



Интерференционные эффекты в 

однородном магнитном поле
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Интерференционные эффекты в 

однородном магнитном поле
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Магнитосопротивление двумерного электронного газа
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Магнитосопротивление двумерного электронного газа
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Локальное   приближение

Слабая локализация в неоднородном магнитном поле
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Интерференционная поправка к проводимости 

в локальном приближении

0

2

0

1

S

r r d r
S

  



0 0HL Hd L

1

10

Локальное   приближение

Слабая локализация в неоднородном магнитном поле

2 2

Hd L



2

0~H H

2

2
ln

2

e



Поправка к проводимости в пределе нулевой температуры
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1. Учет эффектов интерференции приводит к возникновению

отрицательной квантовой поправки к проводимости, сильно

зависящей от температуры.

2. Интерференционные эффекты оказывают наиболее сильное

влияние на проводимость в двумерном электронном газе.

3. Магнитное поле разрушает интерференционную поправку к

проводимости. Двумерный электронный газ обладает

отрицательным магнитосопротивлением.

Краткие выводы


